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FM 強電界で相互変調歪の少ない直線性に優れたﾄﾗﾝｽﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式

のﾄﾗﾝｼﾞｽﾀFM ｱﾝﾌﾟとFET FMｱﾝﾌﾟの設計及び性能比較、並びにSNAP

上で非線形解析／雑音解析を一緒に実施する手法の紹介 

１．序文 
欧米の 80MHz ～108MHzの FM帯域で強電界における混変調歪の少ない FM前置増幅器
を開発するため、最適と思われる新しい増幅素子のﾃﾞﾊﾞｲｽ･ﾃﾞｰﾀを半導体ﾒｰｶの web site か
ら見つけて所要のﾌｧｲﾙを作成して関連の Library に登録し、回路ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの非線形解析と
同時に雑音解析の動作を可能とする手法を説明する。これを適用してｱﾝﾌﾟの入出力の直線

性を向上するﾄﾗﾝｽ負帰還方式のﾍﾞｰｽ接地／ｴﾐｯﾀ接地両 FM ｱﾝﾌﾟとｹﾞｰﾄ接地 FM ｱﾝﾌﾟの性能
比較［相互変調歪／ｹﾞｲﾝ／NF等］を行い、FM ｱﾝﾌﾟの最適設計を見出す。 
 
２．概要 
 
(1) Ic max=60mAの小電力ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ［添付ﾌｧｲﾙ参照］の Philips社ﾃﾞｭｱﾙ･ｴﾐｯﾀ･ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀBPF94

のﾃﾞﾊﾞｲｽﾊﾟﾗﾒｰﾀ(非線形解析に使用するｽﾊﾟｲｽﾓﾃﾞﾙ／雑音ﾊﾟﾗﾒｰﾀ)を web siteから抽出
し、非線形解析の回路ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを適用できるように、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ解析環境を構築する。 

(2) 同様に Id max=30mAの小電力MOS FET［添付ﾌｧｲﾙ参照］の Philips社ﾃﾞｭｱﾙ･ｹﾞｰﾄ FET 
BF998のﾃﾞﾊﾞｲｽﾊﾟﾗﾒｰﾀ(非線形解析に使用するｽﾊﾟｲｽﾓﾃﾞﾙ)を web siteから抽出し、ｼ
ﾐｭﾚｰｼｮﾝ解析環境を構築する。 

(3) 開発したNoise Model にPhilips社のBF998のﾃﾞｰﾀを適用して雑音解析に適した雑音 
ﾊﾟﾗﾒｰﾀを作成し、これを S parameter LibraryにNF Modelとして登録する。 

(4)  ﾄﾗﾝｽ負帰還方式のﾍﾞｰｽ接地／ｴﾐｯﾀ接地の両 FM ｱﾝﾌﾟを設計し、小信号におけるｹﾞｲﾝ

／NF性能の S ﾊﾟﾗﾒｰﾀ解析と強電界に対するHarmonic Balance解析とを適用する。 
(5) 通常方式（ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ無し）／ ﾄﾗﾝｽ負帰還方式の両ｹﾞｰﾄ接地 FM ｱﾝﾌﾟを設計し、小信

号におけるｹﾞｲﾝ／NF性能の S ﾊﾟﾗﾒｰﾀ解析と強電界に対する Harmonic Balance解
析とを適用する。 

(6) 最後に、(4)、(5)で求めた結果を一覧表に纏めて FM 強電界に適した最適なﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟを
分析･評価する。 

 
３．回路 Simulation 環境の構築 
 
3.1 ﾃﾞｭｱﾙｴﾐｯﾀ･ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ BFG94のｼﾝﾎﾞﾙ作成とﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ登録 
 
① ﾃﾞｭｱﾙｴﾐｯﾀ･ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ BFG94（fT≒6GHz）のｽﾊﾟｲｽ･ﾓﾃﾞﾙ(真性素子と寄生素子で構成： 
図１参照)をweb siteから抽出し、SNAP のﾌｫｰﾏｯﾄに改良してSNAPWV3¥Lib¥NonLinear
に RF_PhilipsBFG94_DE(図２参照)を登録する。次に web siteから抽出した雑音ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 
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